Обработка полученных результатов.


По дифракционной картине от кристалла Si, можно найти что радиус линии D2 составляет r=19мм.
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Откуда tg((/2 - () = r/R. R=20мм.. Тогда (=46,46; (CuK(=1,542A.

тогда
[image: image3.wmf]=1,063A, по таблице можно определить индексы отражения:  333

Определить период элементарной ячейки можно: 
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=5,523A.

Аналогично для LiF имеем r=20мм, R=18мм тогда dhkl=0,844А. Что соответствует индексам отражения 422.

Период элементарной ячейки в таком случае составляет a=4,134А.

Анализ дефектного кристалла: дефектный кристалл представляет собой поликристаллическое тело, материалом которого является алюминий, с малоуговыми границами, разделяющими соседние блоки кристалла, т.к. на дифракционной картине наблюдается множество разрывов и скачкообразных изменений направления линий. Также можно заметить плавные изгибы кривых, что соответствует пластической деформации кристалла. Уширение линий при изгибе говорит о неоднородности напряжения внутри кристалла  при переходе от одной ориентировки к другой. 

Выводы: 

Анализ дифракционной картины по методу ШРП позволил определить периоды элементарной ячейки с погрешностью 1,7% для Si и 2,6% для LiF, что говорит об очень большой точности этого метода (порядка 0,0003% при соблюдении некоторых правил). Полученное значение периода элементарной ячейки Si – 5,523А, а точное значение 5,430А. Т.к. в анализе участвовали дифракционные картины нарисованные «от руки» на кальке, то можно сказать что погрешность вполне удовлетворительная. Анализ дифракционной картины от дефектного кристалла алюминия показал наличие у этого кристалла характерных для поликристаллов дефектов.
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